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Materiaux semi-conducteurs
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Structure de bandes
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Cellules solaires
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Cellules solaires

PHOTOVOLTAISME
=T P /;\ ) P (watt) . eU
// \/urogzt?rﬁlazgargem I —_— IS [eXp <kBT> 1] IL
I—y /)’ . N pt
o I \ photo-courant [ = feAq)
13 g \
/ \\\ kgT I
. A RC=OO \UDmax UCO -_— e n <Ts + 1>
I [}
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 U 1.0
D
, Si0,
o (A)
s Si-type p*
- zone de déplétion . 0,14
~+——Si-type n §
Si + 0 “m
ymes s

g métallisation 7 : ;
M o o e e e _—— I
L ‘ 1

P, . =1U . \ U = R RI
m m-m » .
Photoconduction , 4N\ | s v,

Un,hU.

m co
tension U ——»



Cellules solaires
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Materiaux semi-conducteurs
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Mesure de la pression arteérielle

On utilise la photoconduction pour mesurer la
lumiere absorbée par le sang : on detecte la variation
de diamétre des arteres ou des capillaires

A much simplified arterial system with the tonometer sensor on the
left at the ascending aorta and the effective reflection site at right.
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Jonction p-n polarisee reverse-bias
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SPAD Single Photon Avalanche Diode
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Application: LIDAR (Light Detection and






